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【手続補正書】
【提出日】平成26年8月4日(2014.8.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１絶縁層と、
　前記第１絶縁層上に設けられ、少なくとも表層がＴａＳｉＮ層である抵抗素子と、
　前記第１絶縁層および前記抵抗素子上に設けられた層間絶縁層と、
　前記層間絶縁層に設けられ、一端が前記ＴａＳｉＮ層と接続する複数のビアと、
を備え、
　前記ＴａＳｉＮ層は、表層側のＳｉ濃度が大きい方向に組成が傾斜している半導体装置
。
【請求項２】
　請求項１に記載の半導体装置において、
　前記抵抗素子の抵抗温度係数の絶対値は、０ｐｐｍ／℃以上５０ｐｐｍ／℃以下である
半導体装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の半導体装置において、
　前記ＴａＳｉＮ層は、ＴａＮ層にＳｉ含有ガスを照射することにより形成された改質層
である半導体装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の半導体装置において、
　前記抵抗素子は、ＴａＮ層をさらに備え、
　前記ＴａＳｉＮ層は、前記ＴａＮ層の表層に設けられている半導体装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の半導体装置において、
　前記抵抗素子の上に位置するＳｉＮ層をさらに備える半導体装置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載の半導体装置において、
　前記ＴａＳｉＮ層は、アモルファスである半導体装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の半導体装置において、
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　前記ＴａＳｉＮ層のシート抵抗は、１０２Ω／ｓｑ以上１０７Ω／ｓｑ以下である半導
体装置。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載の半導体装置において、
　前記抵抗素子は、平面視で複数回屈曲している半導体装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の半導体装置において、
　前記抵抗素子は、基準電圧回路の一部を構成している半導体装置。
【請求項１０】
　第１絶縁層上にＴａＮ層を形成する工程と、
　Ｓｉ含有ガスを照射することにより、前記ＴａＮ層のうち、少なくとも表層をＴａＳｉ
Ｎ層に変化させるシラン照射工程と、
　前記第１絶縁層および前記ＴａＳｉＮ層上に層間絶縁層を形成する工程と、
　前記層間絶縁層に、一端が前記ＴａＳｉＮ層と接続する複数のビアを形成する工程と、
を備え、
　前記シラン照射工程において、前記ＴａＮ層の表層側のＳｉ濃度が大きい方向に組成が
傾斜するように前記ＴａＳｉＮ層を形成する半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記シラン照射工程において、前記ＴａＮ層上にＳｉＮ層を形成し、前記ＳｉＮ層と前
記ＴａＮ層との界面に前記ＴａＳｉＮ層を形成する半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の半導体装置の製造方法において、
　前記ＴａＮ層を形成する工程において、第１絶縁層上の全面に前記ＴａＮ層を形成し、
　前記シラン照射工程において、前記ＴａＮ層上の全面に前記ＳｉＮ層を形成し、
　前記シラン照射工程の後において、前記ＴａＳｉＮ層を、前記ＳｉＮ層と同一工程でパ
ターニングする工程を備える半導体装置の製造方法。
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